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Wzorzec tg5, C, R wieloparametrowy, wspélosiowy przeznaczony do pracy
w zakresie czestotliwosci do 100 MHz

Przedmiotem wynalazku jest wzorzec tgd, C, R wieloparametrowy, wsp6tosiowy przeznaczony do pracy
w zakresie czestotliwosci do 100 MHz, zwtaszcza do sprawdzania i legalizacji narzedzi stuzacych do pomiardéw
wspétczynnika strat dielektrycznych tgé, pojemnosci C i rezystancji R. -

Znane zestawy elementéw R i C do wzorcowania wsp6tczynnika strat dielektrycznych tgd budowane sa
w postaci kombinacji rezystoréw i kondensatoréw zamknietych w szczelnym pudle, stanowiacym ekran przeciw-
zaktéceniowy i ostone przed pytem, lub uszkodzeniami mechanicznymi oraz wyposzone w zaciski wejsciowe.
Wzorce takie wykazuja znaczne ograniczenia czestotliwosci pracy i nie nadaja sie do wzorcowania wspétczynnika
strat dielektrycznych tg8 w torach wspétosiowych, w zakresie wyzszych czgstotliwosci.

Przyczynq tego sa trudne do ustalenia obliczeniowego btgedy tyeh wzorcéw spowodowane znacznym
wpiywem paramteréw szczatkowych (pojemnosci i indukcyjnosci), wynikajacych z niejednorodnej skomplikowa-
nej geometrii poszczegdlnych elementéw oraz ich potaczer. Wyzej opisane wzorce mogg by¢ stosowane jedynie
do czestotliwosci rzedu kulkudziesieciu kilohercow.

Celem wynalazku jest konstrukcja wzorca tg8, C, R wieloparametrowego wspétosiowego pozbawiona wyzej
opisanych wad, aw szczegblnosci nadajaca sie do zastosowania w zakresie czestotliwosci zaréwno niskich jak
i wysokich do 100 MHz oraz moggca jednoczesnie stuzyé jako kontrolny wspétosiowy wzorzec wsp6tczynnika
strat dielektrycznych tg 8, rezystancji R i pojemnosci C.

Cel ten zostat osiagniety przez opracowanie wzorca tgd, C, R wieloparametrowego wspétosiowego
przeznaczonego do pracy w zakresie czestotliwosci do 100 MHz, ktéry stanowi sztywne roztaczalne potgczenie
dwdch odcinkéw, wejsciowego i wyjsciowego, jednolitej geometrycznie linii wspétosiowej, wyposazonych
obustronnie w ztacza wspétosiowe iruchome zwarcie, przy czym jeden odcinek linii zawiera rezystancje R,
adrugi pojemno$¢ C. Wejsciowy odcinek linii ma przew6d wewnetrzny wyposazony w cienkowarstwowy
wzorcowy rezystor o srednicy takiej samej jak ten przewdd. Wyjsciowy odcinek linii ma przewdéd wewnetrzny
wyposazony w przelotowy wzorcowy kondensator o $rednicy takiej samej jak ten przewdd. Cienkowarstwowy
wzorcowy rezystor i przelotowy wzorcowy kondensator wyposazone sq obustronnie w szczelne przegrody
z materiatu izolacyjnego, umieszczone pomigdzy wewnetrznym i zewnetrznym przewodem linii wsp6tosiowej,
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ktére zabezpieczaja wzorcowe elementy R i C przed wptywem zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych takich
jak temperatura i wilgotnosé. Przegrody te stanowig jednoczesnie dodatkowe usztywnienie przewodu wewnetrz-
nego linii wspotosiowej, zapewniajac rowniei jego wsp6tosiowosé z przewodem zewnetrznym tej linii.

Wzorcowanie rezystancji R i pojemnosci C dokonuje si@ oddzielnie po roztaczeniu wejsciowego i wyjscio-
wego odcinka linii ‘wsp6tosiowej i przeniesieniu ruchomego zwarcia kolejno na kazdy ztych odcinkéw.
Wzorcowanie wspétczynnika strat dielektrycznych tgé dokonuje sie przez taczne uzycie obu odcinkéw linii
potaczonych sztywno, przy ruchomym zwarciu umieszczonym na koricu odcinka wyjsciowego linii wspétosio-
wej. Opisane rozwiazanie wzorca tgd, C, R odznacza si¢ prosta budowa poszczegéinych jego elementéw oraz

tatwosciq ustalania bted6w i poprawek wynikajacych z nieskomplikowanego przestrzennego rozktadu fali elektro-
. magnetycznej w prostej konstrukcji catego uktadu wzorca.

Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na przyktadzie uwrdoczmonym na rysunku, ktéry przedstawia

wzorzec tgé, C, R wielopararinetrowy wspdbtosiowy w przekroju wzdtuzym odcinkéw linii wspétosiowej. .

~ Wejéciowy odcinek 1 i wyjsciowy odcinek 2 linii wsp6tosiowej maja jednakowe rozmiary geometryczne
zewnetrzne i wewnetrzne. Kazdy ztych- odcinkéw wyposazony. jest obustronnie w ztacza wspétosiowe 3
o jednakowym standardzie. Wejsciowy odcinek 1 ma na pewnej dtugosci, cienkowarstwowy wzorcowy rezystor
6, umieszczony na osnowie ceramicznej, w przewodzie wewnetrznym 5 linii wsp6tosiowe;. Wyjﬁ'ciwvy odcinek 2
ma na pewnej dtugosci, przelotowy wzorcowy kondensator 8 umieszczony w przewodzie wewnetrznym 7 linii
wspo6tosiowej. Oba odcinki 1 i 2 linii wspdtosiowej sa, w czasie wzorcowania tg 6, potaczone razem i zakoriczone
ruchomym zwarciem 4.

W celu wzorcowania wspdtczynnika strat dielektrycznych tg 8, cato$é wzorca dotaczona jest wspétosiowo
do urzadzenia pomiarowego, stanowigcego sprawdzane, lub legalizowane narzedzie pomiarowe. W czasie wzorco-
wania rezystancji R, lub pojemnosci C odcinki 1 i2 linii sq roztaczone iwraz ze zwarciem 4 przytaczone do
odpowiednich urzadzen pomiarowych. Doktadne, rzeczywiste wartosci liczbowe tgd, C i R wzorca wieloparame-
trowego wspétosiowego, ustala si¢ przez dokonanie oddzielnych pomiaréw odcinkéw linii 1 i2 metodg
przelotowa i metodg zwarcia przez kolejne dotgczenie ruchomego wspétosiowego zwarcia 4, lub oblicza sie za
pomocg odpowiednich algorytméw uwzgledniajacych wszystkie znane parametry szczatkowe catego uktadu
wzorca. Odcinki 1 i2 pozbawione ruchomego zwarcia 4 na ich koricach. zachowuja si¢ podobnie jak odcinki
zwyktych linii dtugich. Przez zatoZenie ruchomego zwarcia 4, przybierajg one osobno wtasnoséci odpowiednio
wzorca rezystancji R, lub wzorca pojemnosci C.

Budowa taka utatwia okreslenie parametrow szczatkowych, a jednorodno$é geometryczna obu odcinkéw
linii utatwia obliczeniowe ustalenie rozktadu pola elektromagnetycznego, istotne dla wyznaczenia btedéw,
poprawek i parametréw granicznych wzorca. '

Zastrzezenia patentowe

1. Wzorzec tg§, C, R wieloparametrowy wsp6tosiowy prieznaczony do pracy w zakresie czestotliwosci do
100 MHz, znamienny tym, 2e stanowi sztywne roztaczalne potgczenie dwéch odcinkéw, wejsciowego (1)
i wyjéciowego (2), jednolitej geometrycznie linii wsp6tosiowej, wyposazonych obustronnie w ztacza wsp6tosio-
we (3) i ruchome zwarcie (4), przy czym wejsciowy odcinek (1) linii zawiera rezystancje, awyjsciowy odcinek -
(2) pojemnosé. -

2. Wzorzec wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze rezystancja wejsciowego odcinka (1) linii wspétosiowej,
utworzona jest jako cienkowarstwowy WzOrcowy rezystor (6) stanowiacy czes¢ odcinka, wewnetrznego
przewodu (5) linii wspétosiowej i o $rednicy takiej samej, jak ten przewéd. : -

3. Wzorzec wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze pojemno$é wyjéciowego odcinka (2) Imu wspbtosiowej,
utworzona jest jako przelotowy wzorcowy kondensator (8), stanowiacy cze$é odcinka, wewnetrznego przewodu
(7) linii wsp6tosiowej i o Srednicy takiej samej, jak ten przewdd.

4. Wzorzec wedtug zastrz. 2 i'3, znamienny tym, Ze cienkowarstwowy wzorcowy rezystor (6) i przelotowy
wzorcowy kondensator (8) wyposazone sg obustronnie w szczelne przegrody (9) z materiatu izolacyjnego,
umieszczone pomigdzy wewnetrznym i zewngtrznym przewodem linii wspétosiowej zabezpieczajace wzorcowe
elementy R i C przed wptywem zewnegtrznych czynnikéw atmosferycznych i stanowiace jednoczesnie dodatkowe
usztywnienie przewodu wewnetrznego (5, 7)

5. Wzorzec wedtug zastrz. 4, znamienny tym, ze szczelne przegrody (9) wykonane sg w postaci cienkich
dyskéw teflonowych.
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